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Исследования внутризонных оптических переходов в 
квантовых ямах (КЯ) и квантовых точках (КТ) вызывают 
значительный интерес, поскольку использование таких переходов 
позволяет создать детекторы и лазеры среднего ИК диапазона (А >
8 мкм). Внутризонная инверсия населенности при инжекции e-h пар в 
КТ и КЯ может появиться из-за большого времени жизни носителей 
заряда в одном из возбужденных состояний. В КТ это возможно из-за 
эффекта фононного узкого горла, а в КЯ - благодаря выбору 
квантовых ям в форме воронки или в виде туннельно-связанной 
асимметричной пары. Первые экспериментальные исследования 
спонтанного излучения среднего ИК диапазона в условиях генерации 
излучения ближнего ИК диапазона были выполнены в классических 
гетеролазерах на КТ и КЯ [1] и КТ [2,3] при токовой инжекции.

В настоящей работе проведены исследования оптических 
явлений в структурах с КТ и КЯ целью создания биполярных лазеров 
среднего ИК диапазона. Неравновесные носители заряда 
генерировались с помощью межзонной оптической накачки.
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